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2SA1962/FJA4213
PNP Epitaxial Silicon Transistor
Applications
• High-Fidelity Audio Output Amplifier
• General Purpose Power Amplifier 

Features
• High Current Capability: IC = -17A
• High Power Dissipation : 130watts
• High Frequency : 30MHz.
• High Voltage : VCEO= -250V
• Wide S.O.A for reliable operation.
• Excellent Gain Linearity for low THD.
• Complement to 2SC5242/FJA4313.
• Thermal and electrical Spice models are available.
• Same transistor is also available in: 

 -- TO264 package, 2SA1943/FJL4215 : 150 watts 
 -- TO220 package, FJP1943 : 80 watts 
 -- TO220F package,  FJPF1943  :  50 watts

Absolute Maximum Ratings*  Ta = 25°C unless otherwise noted

* These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

Thermal Characteristics*  Ta=25°C unless otherwise noted

* Device mounted on minimum pad size

hFE Classification

Symbol Parameter Ratings Units
BVCBO Collector-Base Voltage -250 V

BVCEO Collector-Emitter Voltage -250 V

BVEBO Emitter-Base Voltage -5 V

IC Collector Current -17 A

IB Base Current -1.5 A

PD Total Device Dissipation(TC=25°C)
Derate above 25°C

130
1.04

W
W/°C

TJ, TSTG Junction and Storage Temperature - 50 ~ +150 °C

Symbol Parameter Max. Units
RθJC Thermal Resistance, Junction to Case 0.96 °C/W

Classification R O

hFE1 55 ~ 110 80 ~ 160

TO-3P1
1.Base   2.Collector   3.Emitter
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Electrical Characteristics* Ta=25°C unless otherwise noted 

* Pulse Test: Pulse Width=20µs, Duty Cycle≤2%

Ordering Information

Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Units
BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage IC=-5mA, IE=0 -250 V

BVCEO Collector-Emitter Breakdown Voltage IC=-10mA, RBE=∞ -250 V

BVEBO Emitter-Base Breakdown Voltage IE=-5mA, IC=0 -5 V

ICBO Collector Cut-off Current VCB=-230V, IE=0 -5.0 µA

IEBO Emitter Cut-off Current VEB=-5V, IC=0 -5.0 µA

hFE1 DC Current Gain VCE=-5V, IC=-1A 55 160

hFE2 DC Current Gain VCE=-5V, IC=-7A 35 60

VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage IC=-8A, IB=-0.8A -0.4 -3.0 V

VBE(on) Base-Emitter On Voltage VCE=-5V, IC=-7A -1.0 -1.5 V

fT Current Gain Bandwidth Product VCE=-5V, IC=-1A 30 MHz

Cob Output Capacitance VCB=-10V, f=1MHz 360 pF

Part Number Marking Package Packing Method Remarks
2SA1962RTU A1962R TO-3P TUBE hFE1 R grade

2SA1962OTU A1962O TO-3P TUBE hFE1 O grade

FJA4213RTU J4213R TO-3P TUBE hFE1 R grade

FJA4213OTU J4213O TO-3P TUBE hFE1 O grade
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Typical Characteristics

Figure 1. Static Characteristic Figure 2. DC current Gain ( R Grade )

Figure 3. DC current Gain  ( O Grade ) Figure 4. Collector-Emitter Saturation Voltage

Figure 5. Base-Emitter Saturation Voltage Figure 6. Base-Emitter On Voltage
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Typical Characteristics

Figure 7. Thermal Resistance Figure 8. Safe Operating Area

Figure 9. Power Derating

1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0.01 0.1 1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

 

 

Tr
an

si
en

t T
he

rm
al

 R
es

is
ta

nc
e,

 R
th

jc
[o C

 / 
W

]

Pulse duration [sec]

1 10 100
-0.01

-0.1

-1

-10

-100

*SINGLE NONREPETITIVE 

 PULSE TC=25[oC]

10ms*

100ms*

DC

IC MAX. (Pulsed*)

IC MAX. (DC)

I C
 [A

], 
C

O
LL

E
C

TO
R

 C
U

R
R

E
N

T

VCE [V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE

0 25 50 75 100 125 150 175
0

20

40

60

80

100

120

140

160

 

P C
[W

], 
P

O
W

E
R

 D
IS

S
IP

AT
IO

N

TC[oC], CASE TEMPERATURE



2SA
1962/FJA

4213 —
 PN

P Epitaxial Silicon Transistor

© 2009 Fairchild Semiconductor Corporation   www.fairchildsemi.com
2SA1962/FJA4213 Rev. C 5 

Package Dimensions
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Юридический адрес организации: 

198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А. 
Фактический адрес организации: 

198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А. 
ИНН 7802777764 

КПП 780501001

Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-

Петербурге К/С 30101810900000000703 

БИК 044030703 

Телефон:  8 (812) 309-44-11 (многоканальный) 

Факс:        8 (812) 309-44-11 

Электронная почта: sales@timechips.ru

Сайт: timechips.ru 

Информационное письмо 

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов 

отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, 

позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на 

поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic 

Technology Co, на территории Российской Федерации. 

Наличие собственной логистики позволяет в кротчайшие сроки доставлять товар нашим 

клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят 

технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским 

разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на 

предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества 

компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, 

заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным 

вниманием.  

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.  

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и 

бесперебойности поставок. 

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас! 

Так же имеем прямые поставки от производителей:  

TAI-SAW   Пав-компоненты (www.taisaw.com)  

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)  

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)  

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com) 

4Star Разъемы РЧ  (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой 

ссылке: https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj)
ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/) 

mailto:org@eplast1.ru
mailto:org@eplast1.ru
http://www.taisaw.com/
http://www.transcominc.com.tw/
http://www.samtec.com/
http://www.refond.com/
https://yadi.sk/d/p_0ak0itc4b8V
http://converterdc.com/


Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас  

надежными партнерами для наших клиентов. 

«ТаймЧипс» - это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции;

 Широкий ассортимент;

 Минимальные сроки поставок;

 Техническая поддержка;

 Подбор комплектации;

 Индивидуальный подход;

 Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (ХС), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая 

электроника – это наши ведущие позиции, на  поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые 

выгодные предложения! 

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и 

конструкторам в решении следующих задач: 

 Оценка стоимости проекта по компонентам;

 Подбор оптимального решения при выборе компонента;

 Подбор аналогов;

 Техническая поддержка;

 Консультации у производителей;

 Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел. 

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС" 

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology 

Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED DIsplays, Serial Modules). 

http://www.timechips.ru/ 

http://lcd-timechips.ru/ 

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141 

Факс:    +7 (812) 309-44-11 доб. 152 

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65 

Skype:  time.chips5 

Электронная почта:  manager1@timechips.ru  

http://www.timechips.ru/
http://lcd-timechips.ru/
mailto:manager1@timechips.ru

